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（初めに） 

Si 薄膜の CW レーザーラテラル結晶化では、ラテラル成長の閾値パワー付近で、面方位は表面方

向だけでなく、スキャンおよびスキャン垂直方向にも{100}配向を示す[1,2]。＜100＞方向のス

キャン方向からの薄膜内回転角をθ(0<θ＜π/4)とすると、低照射パワーでθ=0 であるが、パワ

ーを増やすと、表面に垂直な<100>軸のまわりにθ=18.5、26.5、33.5 度と回転した結晶が得られ

る[3]。さらに、照射パワーを増やすと、{211}の表面配向を持つドメインが出現する[3]。この

{211}ドメインは、変形双晶で発生したと考えられる[3]。ダイアモンド格子では、変形双晶は、

{111}のすべり面上での、（1/6）＜112＞のバーガースベクトルを持つ Shockley 部分転位の運動

により発生することが知られている。変形双晶を引き起こす原因となる応力は、液相から固相へ

の相転移に伴うSiの体積膨張により固液界面に平行に発生する圧縮応力と考えられる。そこで、

スキャン方向に垂直に{100}面が成長した場合(θ=0)と、回転角が最大となる{110}面が成長した

場合(θ=π/4)について、分解せん断応力の大きさを決める Schmid 因子の計算を行った。 

（結果と考察） 

表面に垂直方向に[100]をとり、スキャン方向に(010)面を持つ結晶が成長した場合、固化に伴う

圧縮応力の方向は[001]となる。また、スキャン方向に(011)面を持つ結晶が成長した場合には、

圧縮応力方向は[011]となる。すべり面と部分転位のすべり方向の 12 種類の独立な組み合わせに

つき、最大の Schmid 因子を計算すると、スキャン方向の結晶面が{110}の時は 0.471 で、{100}

の時は 0.236 を得た。従って、スキャン方向に{100}面配向している結晶では変形双晶が起こりに

くいことが明らかとなった。また、実験的に、変形双晶 が起きる前の成長直後のθの値は、双晶

と表面の交叉線がスキャン方向となす角の測定より求められる。測定結果によると、θが 45 度と

35 度の結晶のみで変形双晶が発生している。表面に垂直な軸のまわりの薄膜内回転を止めれば、

変形双晶の発生も抑制できることがわかる。 

（結論） 

CW レーザー結晶化において、<100>結晶方位のスキャン方向からの膜内回転角θが 33.5 度以下の

膜では変形双晶が見られない事は、Schmid 因子で理解できる。双晶を発生させる応力の原因は、

固化に際しての体積膨張である。薄膜内回転を何らかの方法で止めれば、双晶発生も抑制される。 
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